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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクティブマトリクス型表示装置であって、
　マトリクス状に配された複数の画素回路と、
　該複数の画素回路を列方向に接続する信号線と、
　該複数の画素回路を行方向に走査する行走査信号線と、
を有し、
　前記画素回路は、
　表示素子と、該表示素子に流れる電流を制御するＰ型の駆動トランジスタと、
　該駆動トランジスタの制御電極に設けられる容量と、
　該駆動トランジスタの該制御電極と出力端子との間に電気的に接続され、それぞれの制
御電極が前記行走査信号線と接続される複数のスイッチングトランジスタと、
を備えており、
　前記複数のスイッチングトランジスタは、
　駆動トランジスタの該制御電極に接続されるＰ型スイッチングトランジスタと、該Ｐ型
スイッチングトランジスタと前記信号線との間に配置されるＮ型スイッチングトランジス
タと、
を含んでいることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項２】
　前記Ｐ型スイッチングトランジスタがオンからオフに遷移する時刻の後に、前記Ｎ型ス
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イッチングトランジスタがオンからオフに遷移することを特徴とする請求１に記載のアク
ティブマトリクス型表示装置。
【請求項３】
　前記Ｎ型スイッチングトランジスタの主電極の一方が電圧バッファの出力端子に接続さ
れ、前記電圧バッファの入力端子が信号線に接続されていることを特徴とする請求項１乃
至２のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項４】
　前記Ｎ型スイッチングトランジスタの主電極の一方がソースホロワ回路の出力端子に接
続され、前記ソースホロワ回路の入力端子が信号線に接続されていることを特徴とする請
求項１乃至２のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス型表示装置。
【請求項５】
　前記Ｎ型スイッチングトランジスタの主電極の一方が帰還型オペアンプの出力端子に接
続され、前記帰還型オペアンプの入力端子が信号線に接続されていることを特徴とする請
求項１乃至２のいずれか１項に記載のアクティブマトリクス型表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビ受像機、コンピュータや携帯電話やデジタルカメラやデジタルビデオ
カメラなどのモニター、電子写真プリンタ用の露光装置、ホトリソグラフィー用の露光光
源他に用いられるアクティブマトリクス型表示装置及び負荷の駆動装置に係わり、特に電
流駆動型表示素子に好適に用いられるアクティブマトリクス型表示装置及び負荷の駆動装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アクティブマトリクス電界発光表示装置（ａｃｔｉｖｅ　ｍａｔｒｉｘ　ｅｌｅｃｔｒ
ｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ）としては、例えば、特許文
献１に示す装置がある。図１２は従来の画素回路の回路図である。
【０００３】
　図１２に示す回路動作は、スイッチ（トランジスタ）３７、３２を閉じ、スイッチ（ト
ランジスタ）３３を開いて能動素子としての電界発光素子２０の発光に必要な素子電流に
対応する入力信号Ｉｉｎを入力する。定常状態におけるキャパシタンス３８の両端電圧が
駆動トランジスタ３０のチャネルを流れる電流を駆動するのに必要なゲート－ソース電圧
になる。そして、スイッチ３７、３２を開くと入力信号Ｉｉｎに従って決定されるゲート
－ソース電圧がキャパシタンス３８に保持される。
【０００４】
　次にスイッチ３３を閉じると、保持された電圧レベルに応じた駆動電流が駆動トランジ
スタ３０を介して電界発光素子２０に流れ発光する。３４は電界発光素子２０のアノード
側の電圧（Ｖ２）を設定する電源線３４、３１はトランジスタのソース側の電圧（Ｖ１）
を設定する電源線３１である。
【０００５】
　上記特許文献１には、トランジスタ３２、３７、３０としてｎ型のＭＯＳトランジスタ
、トランジスタ３３としてｐ型のＭＯＳトランジスタを用いることの記載がある。
【０００６】
　また、駆動トランジスタとしてｐ型のＭＯＳトランジスタを用い、その駆動トランジス
タのゲート－ドレイン間を短絡するためのスイッチングトランジスタとしてｐ型のＭＯＳ
トランジスタを用いた画素回路も知られている。（特許文献２参照）
【特許文献１】特表２００２－５１７８０６号公報
【特許文献２】国際公開番号ＷＯ０１／９１０９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　アクティブマトリクス型表示装置及び負荷としての能動素子の駆動装置では、暗時の駆
動電流をゼロとし、不要なリーク電流による駆動電流の変動を防止するという２つの観点
で、未だ改善の余地があった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の目的は、暗時の駆動電流を抑制し、不要なリーク電流を抑制できるアクティブ
マトリクス型表示装置及び負荷の駆動装置を提供することにある。
【０００９】
　本発明の別の目的はスイッチングに伴う保持電圧の変動による暗時の輝度を低下させる
ことができ、且つ不要なリーク電流による輝度の変動を抑制することができるアクティブ
マトリクス型表示装置及び負荷の駆動装置を提供することにある。
【００１０】
　本願第１発明は、アクティブマトリクス型表示装置であって、マトリクス状に配された
複数の画素回路を有し、
　前記画素回路が、
　表示素子と、
　該表示素子に流れる電流を制御する第１導電型の駆動トランジスタと、
　該駆動トランジスタの制御電極に設けられる容量と、
　該駆動トランジスタの該制御電極に接続され、該容量に駆動制御信号を保持させるため
のスイッチと、
を備えており、
　前記スイッチが、一方の主電極同士が接続されて直列接続された第１導電型のスイッチ
ングトランジスタと第２導電型のスイッチングトランジスタとを含み、
　前記第１導電型のスイッチングトランジスタ及び前記第２導電型のスイッチングトラン
ジスタの他方の主電極のうちの片方が前記駆動トランジスタの前記制御電極に接続されて
いることを特徴とする。
【００１１】
　本願第２発明は、負荷素子の駆動装置であって、
　該負荷に流れる電流を制御するための第１導電型の駆動トランジスタと、
　該駆動トランジスタの制御電極に設けられる容量と、
　該駆動トランジスタの該制御電極に接続され、該容量に駆動制御信号を保持させるため
のスイッチと、
を備えており、
　前記スイッチが、一方の主電極同士が接続されて直列接続された第１導電型のスイッチ
ングトランジスタと第２導電型のスイッチングトランジスタとを含み、
　前記第１導電型のスイッチングトランジスタ及び前記第２導電型のスイッチングトラン
ジスタの他方の主電極のうちの片方が前記駆動トランジスタの前記制御電極に接続されて
いることを特徴とする。
【００１２】
　ここで、後で図１を参照して詳述するように、前記第１導電型のスイッチングトランジ
スタＭ２ａ及び前記第２導電型のスイッチングトランジスタＭ２ｂの他方の主電極のうち
のもう片方が前記駆動トランジスタＭ１の一方の主電極（ドレイン）に接続されており、
　前記第１導電型のスイッチングトランジスタ及び前記第２導電型のスイッチングトラン
ジスタを共にオンすることにより、前記駆動トランジスタの前記制御電極（ゲート）と前
記一方の主電極（ドレイン）とを短絡するように構成されていることも好ましいものであ
る。
【００１３】
　また、前記第１導電型のスイッチングトランジスタの他方の主電極が前記駆動トランジ
スタの制御電極に接続されていることも好ましいものである。
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【００１４】
　更に、前記駆動トランジスタの前記一方の主電極（ドレイン）と信号線（Ｉｄａｔａ、
ｄ（ｘ，ｙ））との間に第２導電型の行選択用スイッチングトランジスタＭ３が設けられ
、
　前記表示素子（ＥＬ）に流れる電流の経路に第１導電型の発光選択用スイッチングトラ
ンジスタＭ４が設けられ、
　前記第２導電型のスイッチングトランジスタＭ２ｂの制御電極と、前記行選択用スイッ
チングトランジスタＭ３の制御電極と、前記発光選択用スイッチングトランジスタＭ４の
制御電極とが、共通に第２の走査信号線に接続されていることも好ましいものである。
【００１５】
　そして、図２に示すように、前記第１導電型のスイッチングトランジスタがオンからオ
フに遷移する時刻（Ｐ２がローレベルからハイレベルに遷移するタイミング）の後に、前
記第２導電型のスイッチングトランジスタがオンからオフに遷移する（Ｐ２がハイレベル
からローレベルに遷移する）ことも好ましいものである。
【００１６】
　或いは、図９を参照して後述するように、前記第２導電型のスイッチングトランジスタ
の他方の主電極が前記駆動トランジスタの一方の主電極に接続されていることも好ましい
ものである。
【００１７】
　図９の場合も、前記駆動トランジスタの前記一方の主電極と信号線との間に第２導電型
の行選択用スイッチングトランジスタが設けられ、
　前記表示素子に流れる電流の経路に第１導電型の発光選択用スイッチングトランジスタ
が設けられ、
　前記第２導電型のスイッチングトランジスタの制御電極と、前記行選択用スイッチング
トランジスタの制御電極と、前記発光選択用スイッチングトランジスタの制御電極とが、
共通に第２の走査信号線に接続されていることが好ましいものである。
【００１８】
　図１０、１１を参照して後述するように、前記第１導電型のスイッチングトランジスタ
及び前記第２導電型のスイッチングトランジスタの他方の主電極のうちのもう片方が電圧
バッファＸの出力端子に接続され、
　前記電圧バッファの入力端子が信号線（Ｉｄａｔａ、ｄ（ｘ，ｙ））に接続されている
ことも好ましいものである。
【００１９】
　そして、図１０に示すように、前記第１導電型のスイッチングトランジスタ及び前記第
２導電型のスイッチングトランジスタの他方の主電極のうちのもう片方がソースホロワ回
路の出力端子に接続され、前記ソースホロワ回路の入力端子が信号線に接続されているこ
とも好ましいものである。
【００２０】
　また、図１１に示すように、前記第１導電型のスイッチングトランジスタ及び前記第２
導電型のスイッチングトランジスタの他方の主電極のうちのもう片方が帰還型オペアンプ
の出力端子に接続され、前記帰還型オペアンプの入力端子が信号線に接続されていること
も好ましいものである。
【００２１】
　そして、本願発明においては、第１導電型の駆動トランジスタと前記第１導電型のスイ
ッチングトランジスタはＰチャンネル型の薄膜トランジスタであり、前記第２導電型のス
イッチングトランジスタはＮチャンネル型の薄膜トランジスタであることも好ましいもの
である。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、暗時の駆動電流を抑制し、不要なリーク電流を抑制できる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明者は図６に示す画素回路において、駆動トランジスタとして低温ポリシリコンを
用いたｐ型のＭＯＳトランジスタを採用し、その駆動トランジスタのゲート－ドレイン間
を短絡するためのスイッチングトランジスタとして低温ポリシリコンを用いたｎ型のＭＯ
Ｓトランジスタを採用して画素回路を作製した。この場合にはスイッチングに伴うゲート
－ソース間保持電圧の低下により黒表示時に十分な暗さが達成されなかった。これは、表
示装置や露光装置や露光光源に用いた場合、コントラストの低下をもたらすことになる。
【００２４】
　また、駆動トランジスタとして低温ポリシリコンを用いたｐ型のＭＯＳトランジスタを
採用し、その駆動トランジスタのゲート－ドレイン間を短絡するためのスイッチングトラ
ンジスタとして低温ポリシリコンを用いたｐ型のＭＯＳトランジスタを採用して画素回路
を作製した。この場合には、黒表示時に十分な暗さが得られたが、スイッチングトランジ
スタを介したリーク電流が生じることを見出した。
【００２５】
　以下、このような課題を解決するための好適な実施形態について、図面を参照して詳述
する。
【００２６】
　本発明の好適な実施形態によれば、スイッチングに伴う保持電圧の変動によるコントラ
ストの低下抑制とリーク電流の発生抑制を行うことができる。
【００２７】
　（第１の実施形態）
　図１は本発明の第１の実施形態に係わる画素回路の一構成例を示す図である。図２は図
１の画素回路の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【００２８】
　図３は本発明に係わるアクティブマトリクス電界発光表示装置の構成を示す構成図であ
る。
【００２９】
　図３において、１はマトリクス状に配された画素回路、２は列方向に配された画素回路
１に接続され、画素回路１に信号線ｄ（ｘ，ｙ）を介して線順次データ線電流信号Ｉｄａ
ｔａを供給する信号線駆動回路としての電圧－電流変換回路、３は電圧－電流変換回路２
に接続される列シフトレジスタ、４は行方向に配された画素回路１に接続され、画素回路
１に行走査信号Ｐ１、行走査信号Ｐ２を出力する走査線駆動回路としての行シフトレジス
タである。画素回路１の複数がマトリクス状に配されて画素部を構成する。
【００３０】
　図４は線順次データ線信号の発生動作を説明するためのタイミングチャートである。列
シフトレジスタ３にはクロック信号Ｋが入力され、ビデオ（ｖｉｄｅｏ）信号は電圧－電
流変換回路２に入力され、列シフトレジスタ３からの信号ＳＰ（ｎ－１）～ＳＰ（ｎ＋１
）に基づいて各画素回路の列に線順次データ線電流信号Ｉｄａｔａ（ｄ（ｎ－１）～ｄ（
ｎ＋１））を供給する。
【００３１】
　図５は後述する図１に示す画素回路の行走査信号の発生動作を説明するためのタイミン
グチャートである。行シフトレジスタ４にはクロック信号ＬＫが入力され、行シフトレジ
スタ４から画素回路１の行に行走査信号Ｐ１（Ｐ１（ｍ－１）～Ｐ１（ｍ＋１））、行走
査信号Ｐ２（Ｐ２（ｍ－１）～Ｐ２（ｍ＋１））が順次出力される。
【００３２】
　ここで、図６は本発明の実施形態に対する比較例の画素回路の構成を示す図である。図
７は図６の画素回路の動作を説明するためのタイミングチャートである。図８は図６に示
す画素回路の行走査信号の発生動作を説明するためのタイミングチャートである。
【００３３】
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　図６の比較例は図１２に示した画素回路と電流信号Ｉｄａｔａのプログラミング動作に
ついての基本構成は同じであり、図１２のスイッチ３２はｎＭＯＳトランジスタＭ２、ス
イッチ３７はｎＭＯＳトランジスタＭ３、スイッチ３０はｐＭＯＳトランジスタＭ１に対
応するものとみなすことができる。
【００３４】
　まず、本実施形態の説明に先立って、本発明の構成についての理解を容易にするために
、比較例について説明する。
【００３５】
　今、ｘ列ｙ行の画素を黒表示にする場合におけるｘ列ｙ行の図６に示す画素回路の動作
を考えると、図７において、行走査信号Ｐ１がハイレベルとなると、第１のプログラム（
行選択）用スイッチとなるｎＭＯＳトランジスタＭ３がオン、発光選択用スイッチとなる
ｐＭＯＳトランジスタＭ４がオフする。また行走査信号Ｐ２がハイレベルになると、第２
のプログラム用スイッチとなるｎＭＯＳトランジスタＭ２がオンする。そして、駆動トラ
ンジスタとなるｐＭＯＳトランジスタＭ１のゲートに接続されている容量Ｃ１の電圧は、
能動素子としての電界発光素子ＥＬを駆動する電流がｐＭＯＳトランジスタＭ１を介して
流れるに十分なゲート－ソース電圧に設定される。次に、行走査信号Ｐ２がロウレベルに
なると、第２のプログラム用スイッチとなるｎＭＯＳトランジスタＭ２がオフし、容量Ｃ
１の電圧が保持される。これまでの期間をプログラミング期間とよぶ。
【００３６】
　その後、行走査信号Ｐ１がロウレベルになると、第１のプログラム（行選択）用スイッ
チとなるｎＭＯＳトランジスタＭ３がオフ、発光選択用スイッチとなるｐＭＯＳトランジ
スタＭ４がオンする。駆動用トランジスタＭ１のゲート電位により電界発光素子ＥＬへの
駆動電流の供給が制御され、電界発光素子ＥＬに流れる電流が制御される。電界発光素子
ＥＬが発光（黒表示データの場合は非発光）している期間を発光期間とよぶ。
【００３７】
　ここで、図６の画素回路では、容量Ｃ１の電圧を安定して保持するために、第２のプロ
グラム用スイッチとなるトランジスタはリーク電流の少ないｎＭＯＳトランジスタを用い
ている。リーク電流が大きいと発光期間における駆動電流が変動することになるからであ
る。
【００３８】
　しかしながら、図７に示すようにプログラミング期間でｎＭＯＳトランジスタＭ２のゲ
ートがハイレベルからロウレベルに切り替わると、ｎＭＯＳトランジスタＭ２のゲート－
ドレイン間の寄生容量により容量Ｃ１の電位が振られて保持されるべき電圧Ｖｄ（ｘ，ｙ
）がＶＭ分低下し、それにより駆動トランジスタＭ１を流れる電流がＩＭ分増加すること
になる。かかる場合、発光期間においてｘ列ｙ行の画素が黒表示の場合においてもゲート
電位（保持電圧）の低下のためにｐＭＯＳトランジスタＭ４に小電流が流れる。すると、
黒表示であるにも係わらず、微小発光が観察される。つまり、最も暗い状態を呈すること
が正常にできず、コントラスト確保が困難になる。
【００３９】
　本実施形態では、図１に示すように、容量Ｃ１（駆動用トランジスタＭ１のゲート）と
駆動用トランジスタＭ１のゲートのドレインとの間に接続される第２のプログラム用スイ
ッチを、直列接続されたｐＭＯＳトランジスタＭ２ａとｎＭＯＳトランジスタＭ２ｂとで
構成した。すなわち、図１の画素回路の構成と図６の比較例の構成との違いは、図６のｎ
ＭＯＳトランジスタＭ２が、直列接続された２つの互いに導電型の異なる２つのスイッチ
ングトランジスタ（ｐＭＯＳトランジスタＭ２ａとｎＭＯＳトランジスタＭ２ｂ）とに置
き換えられている点である。
【００４０】
　容量Ｃ１に電圧を保持する場合には、プログラミング期間でｐＭＯＳトランジスタＭ２
ａのゲートはロウレベルからハイレベルとなるので、図７に示す電位変化と逆に、ゲート
－ドレイン間の寄生容量により容量Ｃ１の電位が振られて保持されるべき電圧Ｖｄ（ｘ，
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ｙ）がＶＬ分上昇し、それにより駆動トランジスタＭ１を流れる電流がＩＬ分低下するこ
とになる。よって、黒表示のときに流れる画素電流をなくす又は減少させることができる
。
【００４１】
　黒表示において、線順次データ線電流信号は電流ゼロが好ましいが実際には回路構成上
電流ゼロにすることは困難である。線順次データ線電流信号の電流がゼロにならないと、
画素電流Ｉｄをゼロにすることはできない。図６の構成ではｎＭＯＳトランジスタＭ２を
オフするときに容量Ｃ１による保持電圧が振られて低下するので、さらに画素電流Ｉｄが
上昇し、画素電流Ｉｄをゼロにすることはより一層困難になる。
【００４２】
　第２のプログラム用スイッチの一つを本実施形態のように、ｐＭＯＳトランジスタにす
ると、容量Ｃ１が振られる電位の方向は逆になるので、線順次データ線電流信号の電流が
ゼロにならなくとも、容量Ｃ１の電位上昇により黒表示のときの画素電流Ｉｄをゼロ又は
十分小さくすることが可能である。
【００４３】
　一方、本実施形態で用いたｐＭＯＳトランジスタはｎＭＯＳトランジスタと比べてリー
ク電流が大きいが、本実施形態のように、ｐＭＯＳトランジスタと直列にｎＭＯＳトラン
ジスタＭ２ｂを追加することでリーク電流が抑えられ、発光期間における保持電圧Ｖｄの
安定化を図ることができる。
【００４４】
　容量Ｃ１は個別に容量素子として形成してもよいが、素子として形成しなくとも、ゲー
ト－ドレイン間に形成される寄生容量（ゲート電極とドレイン領域との重なり容量等）を
用いてもよい。
【００４５】
　図１３は、低温ポリシリコンを用いた電界効果型薄膜トランジスタとしての、ｐＭＯＳ
トランジスタＭ２ａ及びｎＭＯＳトランジスタＭ２ｂ部分の製造工程を示す図である。図
１４は図１３の製造方法により作製されたＥＬ表示素子の構成を示す断面図である。
【００４６】
　図１３（ａ）に示すように、ガラス基板１００上にプラズマＣＶＤ法を用いてアモルフ
ァスシリコン層を堆積した後、レーザー光等により熱処理（レーザーアニール）をしてポ
リシリコン層とし、パターニングを行って、ｐＭＯＳトランジスタＭ２ａとｎＭＯＳトラ
ンジスタＭ２ｂ用のポリシリコン層を形成する。
【００４７】
　ここで、必要に応じて、すくなくともいずれか一方のポリシリコン層にソース・ドレイ
ンと反対導電型を呈するためのドーパント（リン又はボロン）のチャンネルドープを行っ
て、閾値を調整してもよい。
【００４８】
　次に図１３（ｂ）に示すように、ＳｉＯ、ＳｉＮ等のゲート絶縁膜１０２を形成し、ポ
リシリコンを形成しパターンニングしてゲート電極１０３を形成する。
【００４９】
　図１３（ｃ）に示すように、ｐ型不純物（リン等）、ｎ型不純物（ボロン等）をそれぞ
れイオン注入し熱拡散を行い、ｐＭＯＳトランジスタＭ２ａのソース、ドレイン領域１０
５とｎＭＯＳトランジスタＭ２ｂのソース、ドレイン領域１０４を形成する。
【００５０】
　図１３（ｄ）に示すように、ＳｉＯ、ＳｉＮ等の絶縁膜を形成後、コンタクトホールを
形成し、ソース、ドレイン電極及び配線となる金属層（メタル層）を積層し、パターンニ
ングする。その後、平坦化膜１０６を形成後、スルーホールを形成し、不図示のアノード
電極を形成しパターンニング後、蒸着やインクジェットのような液体吐出法等により電界
発光層（ＥＬ層）１０７を形成し、ＩＴＯ膜１０８を形成する。ＥＬ層はいわゆる有機Ｌ
ＥＤを構成する複数の層からなることが好ましく、更には、画素毎にＥＬ層が分断され独
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立していることが好ましいものである。
【００５１】
　図１４に示すように、基板１００をガラス容器１０９とガラス封止してＥＬ表示素子を
完成する。
【００５２】
　以上説明した実施形態では、ｐＭＯＳトランジスタの方が桁違いにｎＭＯＳトランジス
タより、リーク電流が大きいものが作製された。しかしながら、製造プロセスによっては
、逆にｎＭＯＳトランジスタのリーク電流がｐＭＯＳトランジスタのそれより、大きいト
ランジスタが出来ることもある。このような場合にも本発明は好適に用いられる。
【００５３】
　（参考例）
　図９は本発明の参考例に係わる画素回路の一構成例を示す図である。画素回路を動作さ
せる信号は図２に示すものと同じである。上記第１の実施形態では図１に示すように、ｐ
ＭＯＳトランジスタＭ２ａをｐＭＯＳトランジスタＭ１のゲートに接続し、ｎＭＯＳトラ
ンジスタＭ２ｂをｐＭＯＳトランジスタＭ１のドレインに接続したが、本参考例では図９
に示すように、ｎＭＯＳトランジスタＭ２ｂをｐＭＯＳトランジスタＭ１のゲートに接続
し、ｐＭＯＳトランジスタＭ２ａをｐＭＯＳトランジスタＭ１のドレインに接続した。
【００５４】
　それ以外の構成は第１の実施形態と同様である。
このような接続形態の画素回路でも、オン状態のｎＭＯＳトランジスタＭ２ｂのフィード
スルーによって、第１の実施形態と類似した作用効果を得ることができる。
【００５５】
　（第３の実施形態）
　図１又は図９に示した画素回路を動作させるには線順次データ線電流信号によって容量
Ｃ１及び配線の交差等による寄生容量を充電することが求められる。高コントラスト比を
得るためには画素回路１は小電流での制御が求められるが、小電流で容量Ｃ１及び寄生容
量の充電時間が長くなり、一水平走査期間での小電流設定動作が不十分になることがある
。これは各行の画素回路１の電流駆動トランジスタＭ１の閾電圧バラツキΔＶｔｈが大き
いＴＦＴ回路ではさらに顕著な問題となる。一方、容量Ｃ１は映像信号Ｖｉｄｅｏの１フ
レーム期間の電流駆動動作を保持しなければならないため容量値をあまり小さくできない
。
【００５６】
　本実施形態では画素回路に入力する電流信号が小電流であっても、設定動作時間の短縮
が可能な構成を提供するものである。本実施形態のように、画素回路に電圧バッファを付
加する構成は例えば特開２００４－１１８１８１号公報に開示されている。電圧バッファ
としてはソースホロワ回路や帰還型オペアンプを用いることができる。以下に述べるこれ
らの回路は、駆動トランジスタ又は能動素子に流れる電流を検知して、その結果に基づい
た電圧信号を、駆動トランジスタの制御電極であるゲートに入力する帰還型回路とみなす
こともできる。これにより、駆動トランジスタの閾値電圧や増幅特性の、駆動トランジス
タ毎のばらつきによる能動素子駆動電流のばらつきを補償することができる。
【００５７】
　図１０は本発明の第３の実施形態に係わる画素回路及び電圧バッファ回路の一構成例を
示す図である。
【００５８】
　本実施形態では、画素回路列ごとに入力電圧によって出力電圧が決まる電圧バッファＸ
を設けた。電圧バッファＸはｐＭＯＳトランジスタと電流源とから構成されるソースホロ
ワ回路からなる。電圧バッファＸの出力端子側（ｐＭＯＳトランジスタと電流源との接続
点）はｎＭＯＳトランジスタＭ２ｂに接続され、入力端子側（ｐＭＯＳトランジスタのゲ
ート）は線順次データ線電流信号Ｉｄａｔａの入力信号線に接続される。
【００５９】
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　それ以外の構成は第１の実施形態と同様である。
【００６０】
　また、ソースホロワ回路に代えて、図１１に示すように、電圧バッファとして帰還型オ
ぺアンプを用いてもよい。
【００６１】
　この場合も、図１１に示した部分以外の構成は第１の実施形態と同様である。
【００６２】
　本実施形態によれば、電圧バッファの作用により、駆動トランジスタＭ１のドレインと
同電位の電圧が容量Ｃ１に保持されることになり、画素回路にプログラミングされる電流
信号Ｉｄａｔａに対応した電流を能動素子ＥＬに流すことができる。
【００６３】
　こうして、第１、第２の実施形態と同様に、駆動トランジスタの画素毎の特性ばらつき
による悪影響を抑制した駆動を行うことができる。
【００６４】
　以上説明した各実施形態では、駆動トランジスタＭ１としてｐＭＯＳトランジスタを用
いた例を挙げたが、駆動トランジスタＭ１としてｎＭＯＳトランジスタを用いた場合には
、能動素子や信号や電源の極性を逆にすればよい。具体的には、駆動用ｎＭＯＳトランジ
スタのドレインを能動素子としてのＬＥＤのカソード側に接続し、ＬＥＤのアノードを高
電位電源に接続し、駆動用ｎＭＯＳトランジスタのソースを低電位電源に接続すればよい
。
【００６５】
　また、本発明の負荷として用いられる能動素子としては、無機ＬＥＤや有機ＬＥＤ（有
機ＥＬ）や電子放出素子や半導体レーザーなどの各種放出素子を用いることができる。
【００６６】
　更に、本発明は、いわゆる低温ポリシリコンに代表される結晶粒界を含む結晶性半導体
薄膜トランジスタに好適に用いられるが、本発明の回路構成は、アモルファスシリコンＴ
ＦＴや単結晶シリコンＴＦＴや高温ポリシリコンＴＦＴなどでも構成されうる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明は、とりわけ、能動素子として、電界発光素子（ＥＬ素子）等の電流駆動型発光
素子を用いた、アクティブマトリクス型表示装置に用いられて好適である。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係わる画素回路の一構成例を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係わる画素回路の動作を説明するためのタイミングチ
ャートである。
【図３】本発明に係わるアクティブマトリクス電界発光表示装置の構成を示す構成図であ
る。
【図４】線順次データ線信号の発生動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図５】図１に示す画素回路の行走査信号の発生動作を説明するためのタイミングチャー
トである。
【図６】本発明の第１の実施形態に係わる比較例の構成を示す図である。
【図７】図６の画素回路の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図８】図６に示す画素回路の行走査信号の発生動作を説明するためのタイミングチャー
トである。
【図９】本発明の第２の実施形態に係わる画素回路の一構成例を示す図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係わる画素回路及び電圧バッファ回路の一構成例を
示す図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係わる画素回路及び電圧バッファ回路の変形例を示
す図である。
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【図１２】従来の画素回路の回路図である。
【図１３】本発明に用いられるｐＭＯＳトランジスタＭ２ａとｎＭＯＳトランジスタＭ２
ｂ部分の製造工程を示す図である。
【図１４】図１３の製造方法により作製されたＥＬ表示素子の構成を示す断面図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１　画素回路
　２　信号線駆動回路
　３　列シフトレジスタ
　４　行シフトレジスタ
　Ｍ１　駆動トランジスタ
　Ｃ１　容量
　Ｍ２ａ、Ｍ２ｂ　スイッチ
　ＥＬ　負荷（表示素子）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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摘要(译)

要解决的问题：通过在黑暗状态下抑制驱动电流来抑制由于不必要的漏
电流引起的驱动电流的变化。解决方案：有源矩阵型显示装置具有以矩
阵形状布置的多个像素电路1。每个像素电路1具有：显示装置EL;第一导
电类型的驱动晶体管M1，用于控制在显示装置中流动的电流;电容器C1
设置在驱动晶体管的控制电极上;第一导电类型的晶体管M2a和第二导电
类型的晶体管M2b串联连接作为开关，连接到驱动晶体管的控制电极，
用于在电容器处保持驱动控制信号。这些晶体管的其他主电极之一连接
到驱动晶体管的控制电极。Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/025eb45e-eb8a-4853-976e-f49ad71302d2
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/035904537/publication/JP4182086B2?q=JP4182086B2

